中国科学院青年创新促进会

入会申请表
申 请 人：       杨静               
所在单位： 中国科学院半导体研究所    

从事专业：  半导体材料与器件          

学 科 组：    信息技术组              

申请日期：     2018/11/29             
中国科学院人事局
2015年制
说    明
1、 请申请人实事求是地填写表中各项内容。
2、 申请者需提供专利证书复印件、获奖证书复印件及其他本人认为重要的相关材料。
3、 填报材料中请勿涉及秘密内容。
	姓    名
	杨静
	性别
	女

	出生日期
	1985/12/07
	专业技术

职务
	副研究员

	行政职务
	
	到本单位

工作时间
	2015/07

	最高学历

/学位
	博士
	最高学位
授予单位
	中国科学院半导体研究所

	从事专业
	半导体材料与器件
	办公电话
	82304312

	电子邮件
	yangjing333@semi.ac.cn
	手机号码
	18101200355

	教育经历
	（从大学起，按时间正序填写）

起止时间          单位              专业           学历学位
2004/9~2008/7  内蒙古师范大学        物理学           学士学位
2008/7~2010/7    天津大学            凝聚态物理学       硕士学位

2012/9~2015/6  中科院半导体研究所   微电子与固体电子学  博士学位

	工作经历
	（请按照时间正序填写全职经历）
起止时间             单位                       职务职位        
2010/7~2012/8     天津三安光电有限公司     工程师

2015/7~2017/12    中科院半导体研究所       助理研究员
2018/1~至今       中科院半导体研究所       副研究员

   

	主要学术思想及贡献（不超过200字）

	1、深入研究了低温P-GaN中杂质的补偿机制，制备了低电阻率低温生长的p-GaN材料； 2、研究了量子阱生长条件、弛豫过程及热退化机理；3、制备了高性能的GaN基蓝紫光激光器器件。

近五年主持国家自然科学基金委员会项目两项，军委科技委项目1项。发表SCI论文80余篇，其中第一作者发表SCI论文26篇，通讯作者发表SCI论文4篇。申请专利12项，授权8项。2015年获中国科学院院长优秀奖。国际知名杂志Applied physics letter审稿人。

部分第一作者文章如下：

1. Jing Yang, Opt. Express 25,9595 (2017);

2. Jing Yang, Sci. Rep. 7, 44850 (2017);

3. Jing Yang, Opt. Express. 24, 13824 (2016); 

4. Jing Yang, IEEE Journal of photovoltaics 6, 454 (2016);

5. Jing Yang, J. Appl. Phys. 117, 055709 (2015); 

6. Jing Yang, J. Alloys. Compd. 635, 82 (2015) ;



	承担科研项目的情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	项目名称
	项目性质

及来源
	起止时间
	经费来源
及额度
	担任角色

	1
	(Al)GaN基辐射伏特效应同位素电池的关键换能器件
	国家自然科学基金委员会 面上科学基金项目
	2019/1-2022/12
	64万
	主持

	2
	氮化镓基绿光激光器的应力调控波导研究
	国家自然科学基金委员会 青年科学基金项目
	2017/1-2019/12
	20万
	主持

	3
	XXX项目
	军委科技委
	2018/1-2021/12
	275万
	子课题负责人

	4
	面向激光显示的三基色半导体激光器（LD）关键材料与技术基础研究
	科技部 重点研发计划


	2016/7-2020/12
	2400万
	研究骨干

	
	
	
	
	
	

	发表论文情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	论文题目
	期刊或国际会议名称
	卷期
	发表

时间
	是否被

SCI\EI收录
	他引

次数
	作者

排序

	1
	Performance of InGaN based green laser diodes improved by using an asymmetric

InGaN/InGaN multi-quantum well active region
	Opt. Express
	25
	2017
	是
	2
	第一作者

	2
	Emission efficiency enhanced by reducing the concentration of residual carbon impurities in InGaN/GaN multiple quantum well light emitting diodes
	Opt. Express
	24
	2016
	是
	2
	第一作者

	3
	Photovoltaic response of InGaN/GaN multi-quantum well solar cells

enhanced by inserting thin GaN cap layers
	J. Alloys. Compd.
	635
	2015
	是
	5
	第一作者

	4
	Investigation on the compensation effect of residual carbon impurities in low temperature grown Mg doped GaN films
	J. Appl. Phys.
	115
	2014
	是
	7
	第一作者

	5
	Optical and structural characteristics of high indium content InGaN/GaN multi-quantum wells with varying GaN cap layer thickness
	J. Appl. Phys.

	117
	2015
	是
	6
	第一作者

	出版著作情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	著作名称
	出版时间
	出版社
	撰写

章节
	作者排序

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	取得专利情况（按重要性填写，不超过5项）

	序号
	专利保护期
	专利名称
	授权国家
	类别
	专利发明人

	1
	2018/10/26-2038/10/26
	应力调控波导层绿光激光器外延片及其制备方法
	中国
	发明专利
	杨静 赵德刚 陈平 朱建军刘宗顺



	2
	2017/9/26-2037/9/26
	低电阻率低温P型铝镓氮材料的制备方法
	中国
	发明专利
	杨静 赵德刚 陈平 刘宗顺

江德生

	3
	2016/06/29-2036/06/28
	含有低温插入层的铟镓氮/氮化镓多量子阱太阳能电池
	中国
	发明专利
	杨静 赵德刚 陈平 刘宗顺

江德生

	4
	2016/08/17-2036/08/16
	InGaN/AlInGaN 多量子阱太阳能电池结构
	中国
	发明专利
	杨静 赵德刚 乐伶聪 李晓静 何晓光

	5
	2016/09/14-2036/09/13
	含有变In组分InGaN/GaN多层量子阱结构的太阳能电池
	中国
	发明专利
	杨静 赵德刚 李亮 吴亮亮 乐伶聪 李晓静 何晓光

	经费预算（单位：万元）

	预算年度

科目名称
	第一年度
	第二年度
	第三年度
	第四年度
	总计

	材料费
	6
	8
	8
	8
	30

	测试分析费
	4
	4
	4
	4
	16

	出版物/文献/信息传播费
	4
	4
	4
	2
	14

	差旅/会议/培训费
	6
	4
	4
	6
	20

	合计
	20
	20
	20
	20
	80

	本人承诺
	本人认同中国科学院创新价值理念，接受中国科学院青年创新促进会相关章程，所填内容均真实有效。

本人签字：              年   月   日


	单位

推荐意见
	单位负责人（法定代表人）签字：           公章
                                       年   月   日

	青促会

理事会

意见
	             理事长（签字）：                      

                                       年   月   日


5

